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	正常工作状态
	过充电状态
	过放电状态
	1. 连接充电器，若VM端子电压低于充电过流检测电压（ICIOV* Rss(on)），当电池电压高于
	2. 连接充电器，若VM端子电压高于充电过流检测电压（ICIOV* Rss(on)），当电池电压高于
	放电过流状态和负载短路状态
	正常放电状态下的电池，VM端电流随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电流上升到放电过电流检测电流 
	正常放电状态下的电池，VM端电流随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到负载短路检测电流 （
	在保护电路触发放电过电流/负载短路状态后，负载会将VM拉至接近VDD电压，此时芯片内部的VM下拉电路
	充电过电流状态
	正常充电状态下的电池，VM端电流随着充电电流增大而减小，由VM管脚检测到电流减小到充电过电流检测电流
	当保护电路保持在充电过电流状态时，断开与充电器的连接，则芯片内部检测VM恢复到VSS端子电压，也可解
	0V电池充电

